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1, Przedmiot arkusza normy, Przedmiotem arkusza nor-

my jest metoda pomiaru pradu jasnego IL fototranzystordéw
(z wyprowadzona i z niewyprowadzona baza) przeznaczo-
nych do detekcji promieniowania elektromagnetycznego w za-

kresie widmowym od A =0,4pmdo A =1,8um,

2, Uktad pomiarowy

e

[ON-=77/0375-44/01]

Zy, 22, Z, - zasllacze; FT - mierzony fototranzystor; V,

Vo V, - woltomier ze; A, A, - amperomierze; Q- Zrédio

3
promieniowania; KS - komora $wiattoszczelna,

3, Wymagania dotyczace elementéw uktadu pomiarowego

a) wilgotnoéé wzgledna w komorze $wiattoszczelnoéci po-

winna wyn;:»sié 75%,

b) btad woltomierzy powinien byé nie wigkszy niz 1%,

c) spadek napiecia na rezystancji wewnetrznej ampero-~
mierza A, nie moze byé wigkszy niz 1% napigcia mierzo-
nego woltomierzem Vj

d) #rédto promieniowania powinna stanowié wolframowa
lampa zarowa o temperaturze barwowej 2855, 6 K,

e) #rédio promieniowania powinno byé& zblizone do punk-
towego, tzn, wymiary £rédta (2arnika) powinny byé mniej-
sze niz 10% odlegtoéci Zrédta od fototranzystora,

f) 2rédto promieniowania nalety zasilaé zgodnie z war-
toSciami napliecia lub natgezenia pradu podanymi w $§wia-
dectwie wzorcowania, stosujac mierniki v, iA; klasy nie
gorszej niz 0,5%,

g) przy zasilaniu 2rédta promieniowania pradem zmien-
nym nalety stosowaé stabilizatory, ktére nie znieksztatca-
ja przebiegéw napigcia o wahaniach napigcia wyj$ciowego

mniejszych niz 0,5%,

h) wykonujgc pomiar I, dla oéwietlenia monochromaty-
cznego, nalezy stosowaé jako Zrédto diode elektroiumines~
cencyjna z GaAs o szczytowej diugosci fali {maksymalnej
wydajnoéci éwietinej) 4 = 900 nm,

i) uchwyty fototranzystora i Zrédta promieniowania po-
winny zapewniaé ustawienie elementéw w osi optyczne] i
umozliwiaé zmiang natgzenia oéwietlenia bez zmiany para-
metréw zasilania Zrédta Swiatia,

j) uktad pomiarowy powinien umozliwi¢ pomiar parame-

tréw z btedem nie wigkszym niz 220%,

4, Kolejnoéé czynnoéci przy pomiarze

a) umieécié fototranzystor w komorze $wiattoszczelnej

KS,

b) wiaczyé zasilanie zrédta promieniowania Q i ustawié
wymagana wartoéé napiecia lub natezenia pradu,

c) ustawié wymagana wartoéé natezenia oéwietlenia,

d) wtaczyé zasilanie Z, fototranzystora,

e) ustawié wymagana warto§¢ napigcia pomiarowego UCE’
odczytujac ja na woltomierzu V|

f)w przypadku fototranzystora z wyprowadzona baza wia-
czy¢ zasilacz Z,i ustawi¢ wymagana wartoéé napiecia UCE’
odczytujac jg.na woltomierzu V2 :

g) odczytaé na mierniku A' wartoéé natezenia pradu jas-

nego IL .

5, Warunki pomiaru, Normy przedmiotowe powinny okreé-

laé;

a) wartoé¢ natgzenia oswietlenia Ey, (zalecane sa war-
toéci 100 Ix lub 1000 Ix),

b) wartoéé napiecia UCE’ przy ktérym dokonuje sig¢ po-
miaru I} ,

c) wartoéé napigcia Ugp, przy ktérym dokonuje sie po-
miaru IL (w przypadku fototranzystoréw z wyprowadzong
‘baza )

d) wartoéé mocy promieniowania P diody elektrolumines-
cency jnej (w przypadku pomiardéw przy promieniowaniu mo-~

nochromatycznym),
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